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前  言
本标准的目的主要对M2M专用(U)SIM卡的产品形态、技术指标、应用场景等提出全面的要求，详细定义了M2M专用(U)SIM卡片的物理特性、电气特性、传输协议等，同时明确提出了卡片的功能、安全、规格以及芯片要求等，是开发研制符合中国移动通信有限公司要求的M2M专用(U)SIM卡的依据。
本标准的附录G为标准性附录，附录A、B、C、D、E、F为资料性附录。
本标准由中移     号文件印发。
本标准由中国移动通信集团市场经营部提出，集团公司技术部归口。

本标准起草单位：中国移动通信有限公司研究院
本标准主要起草人：李琳，李锐，罗红，董文宇，刘斐，王健
1. 范围
本标准规定了M2M专用(U)SIM卡的产品形态、技术指标、应用场景等内容，详细定义了M2M专用(U)SIM卡片的物理特性、电气特性、传输协议等，同时明确提出了卡片的功能、安全、规格以及芯片要求等，是开发研制符合中国移动通信有限公司要求的M2M专用(U)SIM卡的依据。供中国移动内部以及M2M专用(U)SIM卡生产厂商使用。本标准定义的M2M专用(U)SIM卡(以下简称M2M专用卡)适用于2G/3G网络。
2. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
表2-1  规范性引用文件
	序号
	标准编号
	标准名称
	发布单位

	[1]
	ISO/IEC 7816‑1
	Specifies physical characteristics for cards with contacts
	ISO/IEC

	[2]
	ISO/IEC 7816‑2
	Specifies dimensions and location of the contacts
	ISO/IEC

	[3]
	ISO/IEC 7816‑3
	Specifies electrical interface and transmission protocols for asynchronous cards
	ISO/IEC

	[4]
	ISO/IEC 14443
	
	ISO/IEC

	[5]
	ISO/IEC 10373
	
	ISO/IEC

	[6]
	ETSI TS 102.221
	Smart Cards;

UICC-Terminal interface;

Physical and logical characteristics
	ETSI

	[7]
	ETST TS 102.671
	Smart Cards;

Machine to Machine UICC;

Physical and logical characteristics
	ETSI

	[8]
	JEDEC 22-A101C
	Steady State Temperature Humidity

Bias Life Test
	JEDEC

	[9]
	JEDEC 22-A103
	High Temperature Storage Life
	JEDEC

	[10]
	JEDEC 22-A104D
	Temperature Cycling
	JEDEC

	[11]
	JEDEC 22-A105C
	Power and Temperature Cycling
	JEDEC

	[12]
	JEDEC 22-A107B
	Salt Atmosphere
	JEDEC

	[13]
	JEDEC 22-A119
	Low Temperature Storage Life
	JEDEC

	[14]
	JEDEC 22-B103
	Vibration, Variable Frequency
	JEDEC

	[15]
	JEDEC 22-A114
	Electrostatic Discharge 

Sensitivity Testing Human Body Model (HBM)
	JEDEC

	[16]
	JEDEC 22-A115
	Electrostatic Discharge (ESD)  Sensitivity Testing Machine Model （MM)
	JEDEC

	[17]
	JEDEC 22-C101
	Field-Induced Charged-Device Model Test Method for Electrostatic-Discharge-Withstand Thresholds of Microelectronic Components
	JEDEC

	[18]
	AEC_Q100
	汽车行业电子元器件测试标准
	AEC

	[19]
	QCT-413
	中国汽车电气设备基本技术条件
	汽车标准化技术委员会

	[20]
	ISO 4433
	塑料管材料的耐化学特性标准
	ISO

	[21]
	GB/T 16649-1
	识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分：物理特性
	国标委

	[22]
	GB/T 16649-2
	识别卡 带触点的集成电路卡 第2部分：触点的尺寸和位置
	国标委

	[23]
	GB/T 16649-3
	识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分：电信号和传输协议
	国标委

	[24]
	GBT 17626
	电磁兼容 第4部分：试验和测试技术
	国标委

	[25]
	《中国移动SIM卡基础技术规范（2001年12月）》
	中国移动SIM卡基础技术规范
	中国移动

	[26]
	《中国移动SIM卡应用技术规范（2001年12月）》
	中国移动SIM卡应用技术规范
	中国移动

	[27]
	《移动公话专用SIM卡技术规范(V1.0.0)》
	移动公话专用SIM卡技术规范
	中国移动

	[28]
	《SIM卡远程写卡业务规范(V1.0.0)》
	SIM卡远程写卡业务规范
	中国移动

	[29]
	《现场写卡总体技术要求(V2.0.0)》
	现场写卡总体技术要求
	中国移动

	[30]
	《(U)SIM卡程序和应用OTA下载技术规范 V1.0.0》
	中国移动OTA3技术规范
	中国移动


3. 术语、定义和缩略语
下列术语、定义和缩略语适用于本标准：
表3-1  术语及定义
	词语
	解释

	ATR

	Answer To Reset——复位响应

	PPS
	Protocol and Parameter Selection——协议参量选择

	SMD
	Surface Mounted Devices——表面贴装器件

	QFN
	Quad Flat No-lead Package——方形扁平无引脚封装

	M2M
	Machine to Machine

	NaC1
	食用盐

	RFM
	Remote File Management——远程文件管理

	OTA
	Over the air——空中下载

	FDN
	Fixed dialling Number——固定拨号号码

	BIP
	Bearer Independent Protocol——承载无关协议

	SIM
	Subscriber Identity Module

	MP卡
	MP卡是M2M Plug-In卡的简称，指采用能够适应特殊环境要求的特殊芯片，以及特殊卡基材料（包括但不限于注塑、陶瓷等），但外观与普通SIM卡相同的卡。

	MS卡
	MS卡是M2M SMD卡的简称，是一种专为机器用SIM卡设计的产品平台，它完全具备传统SIM卡的全部功能。


4. 中国移动M2M专用卡业务概述
M2M专用卡通过专业的软硬件改造，可以广泛使用在绝大多数行业中，相比传统普通SIM卡在工作温度范围、抗震、抗湿等方面均有特殊要求。
5. 中国移动M2M专用卡技术指标分级
5.1. 分级原则
由于各行业应用环境差异较大，对M2M专用卡各项指标要求也不尽相同，通过对各行业普遍关注的技术指标进行分类汇总，并根据技术指标差异给出各级指标量化参数（如T1 – T2 – H1 – C1 -… - N1）。
注意：对于本标准未定义的指标要求，需根据具体行业需求另行规定。
表5-1  技术指标定义列表
	缩写
	技术指标
	参考章节

	T
	操作和存储温度
	5.2

	H
	湿度
	5.3

	C
	腐蚀
	5.4

	V
	震动
	5.5

	A
	模块附着力
	5.6

	R
	数据保存时间
	5.7

	E
	擦写次数
	5.8

	M
	抗电磁干扰
	5.9

	X
	抗X光
	5.10

	S
	抗静电
	5.11


5.2. 操作和存储温度
普通SIM卡的操作及存储温度标准范围是：-25°C~85°C。
M2M专用卡温度分为七个等级，分别是T1，T2，T3，T4，T5，T6，T7各等级的温度范围如下表所示：
表5-2  温度指标列表
	温度级别
	指标要求

	T1
	-25 to +85°C

	T2
	-40 to +85°C

	T3
	-40 to +105°C

	T4
	-40 to +125°C

	T5
	-65 to +125°C

	T6
	-65 to +150°C

	T7（存储温度）
	-65 to +300°C


满足以上级别要求的M2M专用卡应保证：卡片暴露在温度范围规定的最高温度或者最低温度下1000小时，卡的操作正常且存储正常（T7只要求存储温度）。
5.3. 湿度
湿度目前分为两个等级，指标要求如下表所示：
表5-3  湿度指标列表
	湿度级别
	指标要求

	H1
	在50度温度，相对湿度范围90%~95%，1000小时的条件下，可以保证卡的操作和存储正常。

	H2
	在85度温度，相对湿度范围90%~95%，1000小时的条件下，可以保证卡的操作和存储正常。


5.4. 腐蚀
腐蚀目前只有一个等级为C1，指标要求如下表所示：
表5-4  腐蚀指标列表
	腐蚀级别
	指标要求

	C1
	在5%盐度(NaCl)的环境下存储至少24小时，卡的操作和存储正常。


5.5. 震动
震动分为三个等级，分别是V1，V2，V3，各等级的震动范围如下表所示：
表5-5  震动指标列表
	震动级别
	指标要求

	V1
	5Hz to 500Hz

	V2
	10Hz to 1000Hz

	V3
	20Hz to 2000Hz


满足以上级别要求的M2M专用卡应保证：在以上等级的震动环境下至少2小时，卡的操作和存储正常。
对于加速度、振幅等的详细要求参见附录B。
针对V1的指标等级范围是附录B中的等级3～8；针对V2的指标等级范围是附录B中等级2；针对V3的指标等级范围是附录B中的等级1。
5.6. 附着力
附着力目前只有一个等级为A1，指标要求如下表所示：
表5-6  附着力指标列表
	附着力级别
	指标要求

	A1
	对卡施加60N的拉力并持续1分钟，模块不应从卡上分离，卡的操作和存储正常。


5.7. 数据保存时间
数据保存时间是指在无源储存情况下的数据保存时间，不包括由于对M2M专用卡的擦写操作导致卡片数据损坏的情况。
数据保存时间分为四个等级，分别是R1，R2，R3，R4，各等级的指标要求如下表所示：
表5-7  数据保存时间指标列表
	数据保存时间级别
	指标要求

	R1
	10年

	R2
	15年

	R3
	20年

	R4
	25年


在每个时间指标下，根据最高存储温度范围，可分为85°C、105°C、125°C三个等级。
5.8. 擦写次数
擦写次数是指通过UPDATE指令(参见TS102.221)更新M2M专用卡内数据，保证M2M专用卡可以正常擦写和读取的最小次数。在对M2M专用卡进行重复擦写数据存储区的情况下，保证某些常用文件（例如SMS）和数据不会因频繁操作而导致损坏。
卡片擦写次数分为四个等级，分别是E1，E2，E3，E4，各等级的指标要求如下表所示：
表5-8  擦写次数指标列表
	擦写次数级别
	指标要求

	E1
	10万次

	E2
	50万次

	E3
	100万次

	E4
	500万次


5.9. 抗电磁干扰
抗电磁干扰分为两个等级，指标要求如下表所示：
表5-9  抗电磁干扰指标列表
	电磁级别
	指标要求

	M1
	在卡暴露在稳定的79500A/m（1000Qe）磁场下，不应降低卡片功能。

	M2
	在卡暴露在稳定的640000A/m（1000Qe）磁场下，不应降低卡片功能。


5.10. 抗X光(紫外线)
抗X光(紫外线)分为1个等级，指标要求如下表所示：
表5-10  抗X光指标列表
	电磁级别
	指标要求

	X1
	在卡的任何一面每边在受到0.1Gy剂量，相当于70～140KeV中等能量X射线照射时（一年的累计剂量），不应降低卡片功能。


5.11. 抗静电
抗静电分为三个等级，指标要求如下表所示：
表5-11  抗静电指标列表
	静电级别
	指标要求

	S1
	在卡暴露在2000V的静电环境中，不应降低卡片功能。

	S2
	在卡暴露在4000V的静电环境中，不应降低卡片功能。

	S3
	在卡暴露在8000V的静电环境中，不应降低卡片功能。


6. 中国移动M2M专用卡技术要求
根据应用场景、技术实现的不同，目前的M2M专用卡分为两种形态，包括：MP卡、MS卡。本标准对于两种形态定义的技术指标属于通用要求，具体行业的定制要求不在本标准定义范围之内。
6.1. MP卡
6.1.1. MP卡简介
MP卡是M2M Plug-In卡的简称，指采用能够适应特殊环境要求的特殊芯片，以及特殊卡基材料（包括但不限于注塑、陶瓷等），但外观与普通SIM卡相同的卡。MP卡物理性能较高，因此可以满足更长使用寿命和更恶劣环境的要求。MP卡保持与普通SIM卡相同的外观及接口，所以终端无需修改，但无法满足防震动和防氧化的要求。采用MP卡形态，要求对芯片硬件、芯片封装工艺和卡基材料都做相应的改动，以达到本标准所要求的性能指标。

MP卡根据具体的行业应用，可以分为MP1、MP2、MP3三个不同等级的产品。具体应用行业建议参见附录F：各M2M专用卡的应用行业建议。
6.1.2. 物理特性
6.1.2.1. 技术指标
MP1卡：
表6-1  MP1卡硬件指标列表
	
	指标等级

	擦写次数
	E1

	数据保存时间
	R1

	操作温度(包括工作温度和存储温度)
	T1

	湿度
	H1

	静电
	S2

	电磁
	M1

	X光(紫外线)
	X1

	震动
	V1

	附着力
	A1

	SIM外形
	与普通SIM卡完全相同


MP2卡：
	表6-2  MP2卡硬件指标列表

	指标等级

	擦写次数
	E2

	数据保存时间
	R1

	操作温度(包括工作温度和存储温度)
	T3

	湿度
	H2

	静电
	S2

	电磁
	M1

	X光(紫外线)
	X1

	震动
	V1

	附着力
	A1

	SIM外形
	与普通SIM卡完全相同


MP3卡：
表6-3  MP3卡硬件指标列表
	
	指标等级

	擦写次数
	E3

	数据保存时间
	R2

	操作温度(包括工作温度和存储温度)
	T4

	湿度
	H2

	静电
	S2

	电磁
	M1

	X光(紫外线)
	X1

	震动
	V2

	附着力
	A1

	SIM外形
	与普通SIM卡完全相同


6.1.2.2. 格式与布局
MP卡与普通SIM卡完全相同，遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）》规范要求。
6.1.3. 电气特性
MP卡的电气特性应遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）》和《ISO/IEC 7816‑3》规范要求。
6.1.4. 传输协议
MP卡的传输协议应遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）》和《ISO/IEC 7816‑3》规范要求。
6.2. MS卡
6.2.1. MS卡简介
MS卡是M2M SMD卡的简称，是一种专为机器用SIM卡设计的产品平台，它完全具备传统SIM卡的全部功能。同时采用SMD贴片封装工艺使得SIM卡芯片可以直接焊接在M2M模组上或终端内部，以实现紧密牢固的物理连接和可靠的接口通信。由于SMD封装形式较多，本标准重点规定采用QFN封装的两种形式，这两种封装形式的SIM卡在物理特性、电气特性和传输协议方面完全相同，不相同的是封装尺寸和管脚定义。
6.2.2. 物理特性
6.2.2.1. 技术指标
MS0卡：
表6-4  MS0卡硬件指标列表
	
	指标等级

	擦写次数
	E1

	数据保存时间
	R1

	操作温度(包括工作温度和存储温度)
	T1

	湿度
	H1

	静电
	S2

	电磁
	M1

	X光(紫外线)
	X1

	震动
	V1

	SIM外形
	（1） QFN5*5-8封装
（2） QFN5*6-8封装


MS1卡：
表6-5  MS1卡硬件指标列表
	
	指标等级

	擦写次数
	E2

	数据保存时间
	R1

	操作温度(包括工作温度和存储温度)
	T3

	湿度
	H2

	静电
	S2

	电磁
	M1

	X光(紫外线)
	X1


	震动
	V3

	SIM外形
	（3） QFN5*5-8封装
（4） QFN5*6-8封装


MS2卡：
表6-6  MS2卡硬件指标列表
	
	指标等级

	擦写次数
	E3

	数据保存时间
	R2

	操作温度(包括工作温度和存储温度)
	T6

	湿度
	H2

	静电
	S2

	电磁
	M1

	X光(紫外线)
	X1

	震动
	V3

	SIM外形
	（1） QFN5*5-8封装
（2） QFN5*6-8封装


6.2.2.2. 格式与布局
本标准规定以下的MS卡的格式与布局。
6.2.2.2.1. QFN5*5-8封装
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图6-1  QFN5*5-8封装芯片底视图
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图6-2  QFN5*5-8封装芯片顶视图
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图6-3  QFN5*5-8封装芯片侧视图
QFN5*5-8芯片的8个管脚中，5个管脚应与无线模块的相应设备相连，3个管脚不用。下表为管脚定义：
表6-7  QFN5*5-8封装芯片管脚定义列表
	管脚序号
	触点信号
	解释

	1
	CLK
	时钟信号输入端

	2
	NULL
	未定义

	3
	RESET
	复位信号输入端

	4
	Vdd
	供电电压输入端 

	5
	Vss
	接地端口

	6
	NULL
	未定义

	7
	I/O
	数据输入和输出端

	8
	NULL
	未定义


6.2.2.2.2. QFN5*6-8封装
QFN5*6-8封装芯片格式与布局从三个方面描述，分别是底视图、顶视图、侧视图。
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图6-4  QFN5*6-8封装芯片底视图
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图6-5  QFN5*6-8封装芯片顶视图
[image: image6.png]0.9 MAX
0.05 MAX.

1

1

Y SEATING PLANE |

0.25)

(




图6-6  QFN5*6-8封装芯片侧视图
QFN5*6-8芯片的8个管脚中，6个管脚应与无线模块的相应设备相连，2个管脚不用。下图为管脚定义：
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图6-7  QFN5*6-8封装芯片管脚定义
第2个和第3个管脚同时只有一个为I/O脚。在电路设计时，如果不明确，可以将这两个管脚直接相连。下表为管脚定义：
表6-8  QFN5*6-8封装芯片管脚定义列表
	管脚序号
	触点信号
	解释

	1
	Vss
	接地端口

	2
	I/O
	数据输入和输出端

	3
	I/O
	数据输入和输出端

	4
	NULL
	未定义

	5
	NULL
	未定义

	6
	CLK
	时钟信号输入端

	7
	RST
	复位信号输入端

	8
	Vdd
	供电电压输入端


6.2.3. 电气特性
MS卡的电气特性应遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）》和《ISO/IEC 7816‑3》规范要求。
6.2.4. 传输协议
MS卡的传输协议应遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）》和《ISO/IEC 7816‑3》规范要求。
7. 功能要求
以下功能适用于中国移动M2M专用卡。
7.1. 通信初始化建立过程
卡的通信总是由终端启动的，卡只响应从终端发来的命令。终端接口设备和卡之间的对话通过以下操作顺序实现。
· 连接接口设备和“激活”触点
· 卡的复位
· 卡对复位的应答
· 在卡与接口设备之间连续进行信息交换
· 接口设备“释放”触点
各功能均应符合ISO/IEC 7816-3要求。
7.2. 断电保护
为了保证卡内数据的完整性、安全性，确保卡片在写入数据过程中，在所有情况尤其是设备突然断电的情况下，写入的数据都完整而正确(数据应为写入前的状态或者完全写入的状态，不应为中间状态)，要求卡片具备断电保护或类似的差错恢复机制。
7.3. 软件功能要求
M2M专用卡应遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）》和《中国移动SIM卡应用技术规范（2001年12月）》的要求。
7.4. M2M专用卡基本文件规格
M2M专用卡容量至少为64K，其基本文件规格参见附录G。
8. 安全要求
8.1. 防盗用解决方案
根据M2M专用卡的产品形态以及具体行业应用对于防盗用的需求，可以从物理、逻辑、或网络三个方面提供保护。
1. 物理保护：对于MS卡，由于产品形态为芯片模块，且焊接在终端内部，外部不能随意获取，放入普通手机被盗打的风险非常低，无需额外增加机卡认证功能解决防盗打。
2. 逻辑保护：对于MP卡，由于外观尺寸与普通SIM卡完全相同，存在放入普通手机使用而被盗打的风险，对于有防盗用需求的行业，增加机卡认证功能。
3. 网络保护：网络增加约束功能，对未经授权就从M2M终端取走并用于其他用途的卡片，网络可以限制部分功能，例如语音功能。
8.2. M2M专用卡采用的算法
M2M专用卡可以采用的鉴权算法为：SIM卡采用COMP128-1算法并支持2009版防克隆算法和索引随机数要求、USIM卡采用MILENAGE 算法。
M2M专用卡根据具体的行业需求，可以采用其它算法(如RSA、SM1等算法)。
8.3. M2M专用卡PIN管理
如无特殊要求，M2M专用卡的PIN码缺省设置为失效状态。PIN的其它要求，包括用户验证与权限管理遵循《3GPP TS 11.11》。
9. 规格要求
M2M专用卡基本功能支持如下： 
表9-1  M2M专用卡基本功能列表
	容量
	SMS
	ADN
	SIM
	USIM
	STK
	BIP
	RFM
	FDN
	OTA应用
	SCWS

	（备注1）
	20
	100
	支持
	可选
	支持
	支持（备注2）
	支持（备注3）
	支持（备注4）
	可选
	可选


备注1：容量要求根据具体的行业需求，至少为64K。
备注2：BIP功能遵循《3GPP TS 11.14》以及《(U)SIM卡程序和应用OTA下载技术规范》。
备注3：RFM功能遵循《(U)SIM卡程序和应用OTA下载技术规范》。
备注4：FDN功能遵循《3GPP TS 11.11》。
10. 芯片要求
· 数据存储区要求64K芯片，可根据具体行业的应用情况采用更大容量的芯片
· ISO7816接口支持增强速率
· 芯片支持休眠模式

· 其他方面参考第6章要求
11. M2M专用卡标识要求
11.1. M2M专用卡标识打印要求
MP卡的背面需打印ICCID，具体格式和要求与中国移动现有普通SIM卡一致。若空卡出厂前未写入ICCID，此空卡背面需打印空卡识别序列号，并且应该支持空卡识别文件。具体要求遵照中国移动《SIM卡远程写卡业务规范》。
MS卡的非焊接面需打印ICCID，具体格式与中国移动现有普通SIM卡一致。若空卡出厂前未写入ICCID，此空卡的非焊接面需打印空卡识别序列号，同时应该支持空卡识别文件。具体要求遵照中国移动《SIM卡远程写卡业务规范》。
本标准规定在MS卡的非焊接面空间允许的情况下，需打印完整的ICCID或空卡识别序列号。若无法打印完整ICCID或空卡识别序列号，应至少保证：
1. 对于ICCID，打印最后15位数字；
2. 对于空卡识别序列号，对于16位空卡序列号的情况，打印全部16位数字；对于20位空卡序列号的情况，打印最前16位数字。
11.2. M2M专用卡标识软件要求
M2M专用卡应预置空卡标识文件，记录该卡的归属省、供应商、卡类型等信息。该文件位于主文件路径（3F00）下，ID为2F02，具体格式要求遵循《现场写卡总体技术要求(V2.0.0)》。
其中T1T2T3T4为卡类型标识字，ASCII码，0x0000 - 0xFFFF。
T1-T4字节编码参见下表：
表11-1  T1T2编码表
	T1T2
	bit0
	bit1
	bit2
	bit3
	bit4
	bit5
	bit6
	bit7


表11-2  T3T4编码表
	T3T4
	bit8
	bit9
	bit10
	bit11
	bit12
	bit13
	bit14
	bit15


Bit0：扩展标识。0——T3T4后无扩展更多标识字节；1——标识位bit1-bit15已经全部使用，T3T4后已扩展其他标识字段。目前bit0=0。
Bit6：M2M专用卡标识。0——非M2M专用卡；1——M2M专用卡。
其他Bit：遵循《现场写卡总体技术要求(V2.0.0)》的要求。
12. M2M专用卡对终端的要求
M2M终端必须支持以下功能：
· 支持CLASS B和CLASS C两个电压级别，遵循《ISO7816-3》
· 支持复位应答过程，遵循《ISO7816-3》
· 支持T=0传输协议，遵循《ISO7816-3》
· 支持ISO7816接口，遵循《ISO7816-3》

· 支持FDN功能，遵循《3GPP TS 11.11》
· 支持STK功能，遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡应用技术规范（2001年12月）》
· 支持BIP功能，遵循《3GPP TS 11.14》以及《(U)SIM卡程序和应用OTA下载技术规范》
· 可选支持USIM功能，遵循《中国移动TD-SCDMA UICC-终端接口UICC技术规范 V1.0.0》
· 如果需要支持远程写卡或者空中写卡，终端需预留接口，供写卡终端进行写卡
13. M2M专用卡对写卡终端的要求
针对M2M专用卡，远程写卡的写卡终端需遵循《(U)SIM卡远程写卡总体技术要求》，空中写卡的写卡终端需遵循《空中写卡总体技术要求》。
14. 编制历史
表8-1  编制历史
	版本号
	更新时间
	主要内容或重大修改

	
	2009.07.07
	初稿

	
	2009.11.08
	征求意见稿

	
	2009.11.30
	增加国际和行业标准的要求；
增加不同卡的区别列表；
增加生产工艺和卡基材料说明；
增加芯片说明。

	
	2009.12.02
	根据芯片和卡厂家意见修订。

	
	2009.12.04
	修订规范内容。

	
	2009.12.05
	增加第11章，M2M专用卡标识要可以打印。

	
	2009.12.13
	更新第11章，增加打印字符的规定。
增加前言说明；
增加QFN5*6的管脚说明。

	
	2009.12.29
	根据评审会意见进行修订。

	1.0.0
	2010.01.04
	1.0.0版本

	2.0.0
	2011.08.17
	在6.2.2.1 技术指标部分增加MS0卡的描述。


附录A （国际标准对于M2M专用卡技术指标的定义）
表A-1  M2M专用卡技术指标
	技术指标
	国际标准名称
	国际标准定义指标

	操作和存储温度
	ETSI TS 102.221
	A: -40°C to +85°C

B: -40°C to +105°C

C: -40°C to +125°C

	
	JEDEC22-A103
(高温存储指标测试)
	A: +125 (-0/+10) °C

B: +150 (-0/+10) °C

C: +175 (-0/+10) °C

D: +200 (-0/+10) °C

E: +250 (-0/+10) °C

F: +300 (-0/+10) °C

G: +85 (-0/+10) °C

	
	JEDEC22-A104D
(高低温循环测试)
	A:-55(+0, -10) +85(+10, -0)

B:-55(+0, -10) +125(+15, -0)

C:-65(+0, -10) +150(+15, -0)

G:-40(+0, -10) +125(+15, -0)

H:-55(+0, -10) +150(+15, -0)

I:-40(+0, -10) +115(+15, -0)

J:-0(+0, -10) +100(+15, -0)

K:-0(+0, -10) +125(+15, -0)

L:-55(+0, -10) +110(+15, -0)

M:-40(+0, -10) +150(+15, -0)

N:-40(+0, -10) +85(+10, -0)

	
	JEDEC22-A105C
（循环加电状态下的温度测试）
	A:-40(+0, -10) to +85(+10,-0)

B:-40(+0,-10) to +125(+10,-0)

	
	JEDEC22-A119
（低温测试）
	A: -40 (-10/+0) °C

B: -55 (-10/+0) °C

C: -65 (-10/+0) °C

	
	汽车电气设备基本技术条件QCT413
	下限温度
A: -40°C

B: -30°C

C: -20°C

上限温度
A: 120°C

B: 105°C

C: 90°C

	湿度
	ETSI 102.221
	在85°C度温度条件下，相对湿度范围90%~95%

	
	JEDEC22-A101
	在85±2°C温度条件下，相对湿度范围85%±5

	腐蚀
	JEDEC22-A107
	盐溶液储存(适用于氯化钠溶液的储藏，干燥后，固体分中的碘化钠不应超过0.1%或者总杂质含量不超过0.3%，稀释盐所使用的水必须是蒸馏水或者水中固体杂质含量不超过万分之二，溶液里不能有可过滤或沉淀出现的固体杂质)

	
	TS 102.671
	在5%盐度(NaCl)的环境下，保证卡的操作和存储正常。

	
	汽车电气设备基本技术条件QCT413
	耐盐雾性能：在5%盐度(NaCl)的环境下，保证卡的操作和存储正常。
耐工业溶剂性能：由产品标准规定。

	震动
	JEDEC22-B103
	参见附录B

	
	汽车电气设备基本技术条件QCT413
	A: 10Hz to 50Hz

B: 50Hz to 200Hz

C: 200Hz to 500Hz

	模块附着力
	中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）
	对卡施加60N的拉力并持续1分钟，模块不应从卡上分离，卡的操作和存储正常。

	数据保存时间
	TS 102.671
	在85°C下可以保存10年

	
	SIM卡芯片手册
	在85°C下可以保存10年

	擦写次数
	SIM卡芯片手册
	10万次~50万次

	抗电磁干扰
	中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）
	在卡暴露在稳定的79500A/m（1000Qe）磁场下，不应降低卡片功能。

	
	GB 9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法
	对于有射频发射功能的设备：
· 低于1G的频率，在10m测量距离处的辐射骚扰限值在以下范围内：
· 30~230MHZ   准峰值限值为30dB(uV/m)
· 230~1000MHZ 准峰值限值为37 dB(uV/m)
· 高于1G的频率，在3m测量距离处的辐射骚扰限值在以下范围内：
· 1~3GMHZ 峰值限值为70dB(uV/m),平均值为50 dB(uV/m)
· 3~6G MHZ 峰值限值为74dB(uV/m),平均值为54 dB(uV/m)

	
	ISO/IEC 10373
	在卡暴露在稳定的640000A/m（1000Qe）磁场下，不应降低卡片功能。

	抗X光
	ISO/IEC 14443
	卡的任何一面曝光0.1Gy剂量，相当于100KV的中等能量X—射线（每年的累积剂量），应不引起卡的失效

	抗静电
	ISO/IEC10373
	在卡暴露在6000V的静电环境中，不应降低卡片功能。

	
	中国移动通信业务卡管理体系-SIM卡基础技术规范（2001年12月）
	在卡暴露在4000V的静电环境中，不应降低卡片功能。

	
	JEDEC22-A114
	CLASS 0: 在承受250V或以下的 ESD脉冲后有任何部分发生失效。
CLASS 1A: 能通过250V，但却在承受500V的 ESD脉冲后有任何部分发生失效。
CLASS 1B: 能通过500V，但却在承受1000V的 ESD脉冲后有任何部分发生失效。
CLASS 1C: 能通过1000V，但却在承受2000V的 ESD脉冲后有任何部分发生失效。
CLASS 2: 能通过2000V，但却在承受4000V的 ESD脉冲后有任何部分发生失效。
CLASS 3A: 能通过4000V，但却在承受8000V的 ESD脉冲后有任何部分发生失效。
CLASS 3B: 在承受8000V的 ESD脉冲后没有任何部分发生失效。


附录B （JEDEC22-B103对于防震动的分级检测要求）
此方法针对用于电气设备的部件，其目的是确定部件抵御在运输或室外作业中产生的中度至重度振动的能力。这种类型的振动可能会扰乱部件的工作特性，特别是在重复压力造成部件疲劳的情况下。该破坏性测试专供部件资格认证使用，通常适用于腔型封装。
为了模拟在加工和包装运输过程中的预期振动，振动将作用于部件表面或者引脚上。测试设备须按照下表所示的简谐振动各测试级别进行对应测试，并要求至少标明支持其中一个服务级别。
表B-1  部件测试级别列表
	服务级别
	加速度峰值 (G)
	移位pk-pk (in / mm)
	交叉频率 (Hz) 
	最小/最大频率(Hz) 

	1 
	20 
	0.060 / 1.5 
	80 
	20 / 2000 

	2 
	10 
	0.040 / 1.0 
	70 
	10 / 1000 

	3 
	3 
	0.030 / 0.75 
	45 
	5 / 500 

	4 
	1 
	0.020 / 0.5 
	31 
	5 / 500 

	5 
	0.3 
	0.010 / 0.25 
	24 
	5 / 500 

	6 
	0.1 
	0.005 / 0.125 
	20 
	5 / 500 

	7 
	0.01 
	0.001 / 0.039 
	14 
	5 / 500 

	8 
	0.001 
	0.0005 / 0.0127 
	6.2 
	5 / 500 


附录C （普通SIM卡与M2M专用卡技术指标比较）
表C-1  普通SIM卡与M2M专用卡技术指标比较
	产品指标
	MP1卡
	 MP2卡
	MP3卡
	MS0卡
	MS1卡
	 MS2卡

	产品形态
	Plug In
	Plug In
	Plug In
	SMD贴片式，标准8个7816引脚
	SMD贴片式，标准8个7816引脚
	SMD贴片式，标准8个7816引脚

	封装工艺
	标准Plug-In封装
	标准Plug-In封装
	标准Plug-In封装
	QFN
	QFN
	QFN

	封装材料
	ABS/PVC+ABS/纸质(见附录E)
	工业塑料或陶瓷
	工业塑料或陶瓷
	工业塑料或陶瓷
	工业塑料或陶瓷
	工业塑料或陶瓷

	物理特性
	温度
	T1
	T3
	T4
	T1
	 T3
	T6

	
	湿度
	H1
	H2
	H2
	H1
	H2
	H2

	
	震动
	V1
	V1
	V1
	V1
	V3
	V3

	
	附着力
	A1
	A1
	A1
	注1
	注1
	注1

	
	数据保存时间
	 R1
	R1
	R2
	 R1
	R1
	R2

	
	擦写次数
	E1
	E2
	E3
	E1
	E2
	E3

	
	电磁干扰
	M1
	M1
	M1
	M1
	M1
	M1

	
	X光或紫外线
	X1
	X1
	X1
	X1
	X1
	X1

	
	抗静电
	S2
	S2
	S2
	S2
	S2
	S2

	化学特性
	耐腐蚀性
	C1
	C1
	C1
	C1
	C1
	C1

	电气特性
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816

	传输协议
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816
	ISO7816


注1：表明该产品形态不涉及此项技术指标。
附录D （M2M专用卡芯片分类）
目前，行业内对于普通SIM卡在物理特性、电气特性以及安全性方面都有相关的认证体系和安全等级标准，如：EAL4＋、ISO7816等。
目前在民用、工业、军用等相关行业领域，对M2M专用卡的物理特性、电气特性等方面的要求是一致的。
对于有高安全性需求的军用领域，M2M专用卡可以采用支持高安全加密算法（如：RSA算法）的专用芯片，封装成不同产品形态满足客户需求。
附录E （M2M专用卡的生产工艺及卡基材料）
目前，在生产IC卡时采用的卡基材料一般有PVC+ABS、工业塑料如PET等几种，下面分别对这几种材料的特性和应用做一简单介绍：
（1）PVC（学名聚氯乙稀），是目前生产IC卡中常用的材料，它的软化点（Vicat）点一般在50~700℃之间，PVC的热温定性稍差，当它加热到1300℃以上时即开始分解放出有毒的氯化氢，在2000℃左右就会急剧分解而炭化。所以在常规生产的工艺参数中，温度一般都控制在1700℃以内。由于这种材料在适当的加热、加压情况下，能够把几层PVC完全融合为一个整体。所以，这种材料在IC卡的行业中得到了广泛的应用。采用这种材料来生产单程票也是可行的。但是由于PVC的强度、耐磨性等方面不如PET，所以在卡片的厚度上不能生产出像磁卡（PET材料）那样薄，一般PVC卡片的厚度要大于0.3mm以上，最理想在0.4mm以上，才能够保证有足够的强度和耐磨性。
（2）PET（学名聚对苯二甲酸乙二醇酯），软化范围在230～240℃，熔点在255～260℃，具有比较好的抗弯性、耐磨性等特点。但是在目前的技术条件下，还达不到像PVC卡一样通过加热、加压的方式把几层PET卡片融合为一个整体 。因此，大多数情况下是采用双面胶作为粘结的材料来解决这个问题。也有采用价格比较高的热固性胶来作为粘结材料，但是这样就会增加产品的成本。同时，即使其层压后卡基的厚度能够达到0.4mm以下，而其中芯片位置的厚度仍然远远大于这个数值。
MP卡生产流程：由于外形及传输协议完全同普通SIM卡，所以生产流程与普通SIM卡完全相同，生产发行系统可与普通SIM卡共用生产线，生产检验流程与普通SIM卡相同，当前支持批量规模化生产。
MS卡生产流程：SMD贴片卡由于产品形态的差异化，生产流程完全区别于普通SIM卡生产流程，在COS下载、预个人化、个人化、打印、检验、包装等流程使用设备都完全不同。
M2M专用卡的芯片生产工艺与普通SIM卡基本相同。不同的是芯片设计和卡基材料，芯片设计方面需要满足本标准定义的温度、湿度、存储时间等方面的技术指标要求。卡基材料需要满足如下要求：高纯度、高耐热、热氧化稳定性、高力学性能、高电绝缘性能、高频稳定性能、低介电常数与介电损耗、低吸潮性、低内应力、低热膨胀系数、低成型工艺温度等。
M2M专用卡的总体特性需满足本标准定义的各项参数指标。
附录F （各M2M专用卡的应用行业建议）
表F-1  各M2M专用卡的应用行业建议
	M2M卡产品形态名称
	产品特点
	适用的行业特点
	应用行业建议
	技术指标级别

	MP1卡
	物理特性、电气特性等硬件指标与普通SIM卡一致
	适用于对使用环境（如：温度、湿度等）要求不高的行业
	· 无线公话
· 银行POS
· 公交地铁POS
	E1-R1-T1-H1-S2-M1-X1-V1-A1-C1

	MP2卡
	物理特性、电气特性等硬件指标高于普通SIM卡
	适用于对使用环境（如：温度、湿度等）有较高要求的行业
	· 电力监控行业
· 矿山及能源开采行业
· 城市公用事业的管网监控
	E2-R1-T3-H2-S2-M1-X1-V1-A1-C1

	MP3卡
	物理特性、电气特性等硬件指标高于普通SIM卡和P2卡
	适用于对使用环境（如：温度、湿度等）有特殊要求的行业
	· 大型制造业（炼钢厂的设备等）
	E3-R2-T4-H2-S2-M1-X1-V1-A1-C1

	MS0卡
	物理特性、电气特性等硬件指标与普通SIM卡一致
	适用于对使用环境（如：温度、湿度等）要求不高的行业
	· 机顶盒
	E1-R1-T1-H1-S2-M1-X1-V1-C1

	MS1卡
	物理特性、电气特性等硬件指标高于普通SIM卡，且焊接在终端模块上
	适用于对使用环境（如：温度、湿度等）要求较高的行业，且对防震动和腐蚀有强烈要求
	· 交通运输
· 物流管理
· 气象监测
· 汽车防盗
	E2-R1-T3-H2-S2-M1-X1-V3-C1

	MS2卡
	物理特性、电气特性等硬件指标高于普通SIM卡和S1卡，且焊接在终端模块上
	适用于对使用环境（如：温度、湿度等）要求较高的行业，且对擦写次数、防震动和腐蚀有强烈要求
	· 特殊行业
	E3-R2-T6-H2-S2-M1-X1-V3-C1


附录G （M2M专用卡基本文件规格）
表G-1  M2M专用卡基本文件规格
	文件
	文件标识符
	文件类型
	记录个数
	标签长度
	记录长度
	文件长度
	缺省内容（16进制）
	读取权限
	更新权限

	MF
	3F00
	根目录
	备注：所有非ETSI  GSM协议中规定的应用文件由各厂家自行定义在根目录下（如：PIN1，PIN2…）

	EFICCID
	2FE2
	透明文件
	　
	　
	　
	10
	FF…FF
	ALW
	ADM

	DFGSM
	7F20
	GSM目录
	备注：根据ETSI GSM09.91的规定Phase2(或以上)的SIM卡中应该有7F21并指向7F20,用以兼容Phase1的手机

	EFLP语言选择
	6F05
	透明文件
	4
	　
	1
	4
	 FF FF FF FF
	ALW
	PIN1

	EFIMSI
	6F07
	透明文件
	　
	　
	　
	9
	FF…FF
	PIN1
	ADM

	EFKC语音加密密钥
	6F20
	透明文件
	　
	　
	　
	9
	FF…FF  07
	PIN1
	PIN1

	EFPLMNsel网络选择表
	6F30
	透明文件
	≥8
	　
	3
	≥24
	64 F0 00 FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFHPLMN归属地网络选择表
	6F31
	透明文件
	　
	　
	　
	1
	50
	PIN1
	ADM

	EFACMmax最大计费额
	6F37
	透明文件
	　
	　
	　
	3
	00 00 00
	PIN1
	PIN1/PIN2

	EFSST SIM卡服务表
	6F38
	透明文件
	　
	　
	　
	9
	FF  3F  FF  FF  00 00 3F 03 00
	PIN1
	ADM

	EFACM 累加计费计数器
	6F39
	循环记录文件
	15
	　
	3
	45
	所有记录=00 00 00
	PIN1
	PIN1/PIN2

	EFGID1 分组识别1
	6F3E
	透明文件
	　
	　
	　
	4
	FF FF FF FF
	PIN1
	ADM

	EFGID2 分组识别2
	6F3F
	透明文件
	　
	　
	　
	4
	FF FF FF FF
	PIN1
	ADM

	EFPUCT单位价格/货币表
	6F41
	透明文件
	　
	　
	　
	5
	FF FF FF 00 00
	PIN1
	PIN1/PIN2

	EFCBMI小区广播识别号
	6F45
	透明文件
	20
	　
	2
	40
	FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFSPN服务提供商
	6F46
	透明文件
	　
	　
	　
	17
	00  ‘CMCC’ FF…FF
	ALW
	ADM

	EFCBMID小区广播数据下载识别号
	6F48
	透明文件
	10
	　
	2
	20
	FF…FF
	PIN1
	ADM

	EFSUME0级菜单名称
	6F54
	透明文件
	　
	　
	　
	23
	FF…FF
	ADM
	ADM

	EFBCCH广播信道
	6F74
	透明文件
	　
	　
	　
	16
	FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFACC访问控制级别
	6F78
	透明文件
	　
	　
	　
	2
	FF FF
	PIN1
	ADM

	EFFPLMN禁止网络号
	6F7B
	透明文件
	4
	　
	3
	12
	64 F0 10 64 F0 40 FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFLOCI位置信息
	6F7E
	透明文件
	　
	　
	　
	11
	FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFAD管理数据
	6FAD
	透明文件
	　
	　
	　
	3
	00 00 00
	ALW
	ADM

	EFPHASE阶段
	6FAE
	透明文件
	　
	　
	　
	1
	03
	ALW
	ADM

	DFTELECOM
	7F10
	电信目录
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	EFADN缩位拨号
	6F3A
	线性记录文件
	 100
	14
	28
	2800
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFFDN固定拨号
	6F3B
	线性记录文件
	10
	14
	28
	280
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	PIN2

	EFSMS短消息
	6F3C
	线性记录文件
	20
	　
	176
	3520
	所有记录=00  FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFCCP能力配置参数
	6F3D
	线性记录文件
	5
	　
	14
	70
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFMSISDN电话号码
	6F40
	线性记录文件
	2
	14
	28
	56
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFSMSP短信息参数
	6F42
	线性记录文件
	5
	12
	40/41
	200/205
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFSMSS短信息状态
	6F43
	透明文件
	
	
	　
	2
	FF  FF
	PIN1
	PIN1

	EFLND最后拨号
	6F44
	循环记录文件
	10
	14
	28
	280
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFExt1扩展文件1
	6F4A
	线性记录文件
	10
	
	13
	130
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	PIN1

	EFExt2扩展文件2
	6F4B
	线性记录文件
	3
	
	13
	39
	所有记录=FF…FF
	PIN1
	


备注：
1.电信目录（DFTELECOM）下的缩位拨号（EFADN）和短消息（EFSMS）的记录个数为最低配置要求。
2.各省公司可以根据本省的实际需求对电信目录下基本文件的配置进行修改。
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